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 第４章では、β-Ga2O3 基板上にβ-Ga2O3 のホモエピタキシャル成長を行い、結晶性と
電気伝導性制御について述べている。β-Ga2O3基板上では複数の面方位に対してホモエ
ピタキシャル成長することを実証し、成長膜は基板とほぼ同程度の結晶性であること、























































によって 1018～1021 cm-3で n 型キャリア密度制御が可能なことを明らかにした。
さらに、移動度については他の成長方法による結果と同等であり、ミスト成長法
のデバイス応用に向けた優位性を明確にした。  




4. α-Ga2O3の安定化に対し、極微少量の Al を混入することが非常に有用であること
を見出した。作製条件の最適化により、大きなバンドギャップの変化を生じるこ
となく、750oC までの安定化が図れることを明らかにした。  
 以上、本論文は、ミスト化学気相成長法による酸化ガリウムデバイスの実現とその
応用につながる基盤技術を確立したもので、学術上、実際上寄与するところが少なく
ない。よって、本論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成２８年２月２２日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者
が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
 
 
 
 
